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【57】申請專利範圍
1.　一種光耦合結構，包含：
一第一電路板；

至少一發光元件，設置於並電性連接至該第一電路板上；

一第二電路板；及

至少一收光元件，設置於並電性連接至該第二電路板上；

其中，該至少一發光元件與該至少一收光元件係彼此上下相對排列，該至少一發光元件

可因應一輸入訊號形成一光訊號，該光訊號可由該至少一收光元件吸收後再轉換為一輸

出訊號。

2.　如請求項 1所述之光耦合結構，更包含一透明膠體，填充於該第一電路板與該第二電路
板之間且包覆該至少一發光元件與該至少一收光元件。

3.　如請求項 2所述之光耦合結構，其中透明膠體係選自於由環氧樹脂（Epoxy Resin）、矽
氧樹脂（Silicone）、聚氨酯（Polyurethane，PU）、聚醯亞胺（Polyimide，PI）所組成
之群族其中之一。

4.　如請求項 1所述之光耦合結構，更包含至少一電子功能元件，設置於並電性連接至該第
一電路板或該第二電路板二者其中之一。

5.　如請求項 1所述之光耦合結構，更包含一隔離片，設置於該第一電路板與該第二電路板
之間，使該至少一發光元件與該至少一收光元件設置於該隔離片之二相對側面。

6.　如請求項 5所述之光耦合結構，其中該隔離片係選自於由石英、壓克力、玻璃、聚碳酸
酯、聚醚醚酮（Polyether ether ketone，PEEK）所組成之群族其中之一。

7.　如請求項 1所述之光耦合結構，其中該至少一收光元件係一覆晶型光電二極體。
8.　如請求項 1所述之光耦合結構，其中該至少一發光元件係一覆晶型發光二極體。
9.　如請求項 1所述之光耦合結構，其中該第一電路板與該第二電路板各有一印刷電路。

10.   如請求項 1所述之光耦合結構，其中該第一電路板與該第二電路板係一陶瓷基板、金屬
基板、聚醯亞胺基版其中之一。
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11.   一種光耦合結構之製造方法，包含：
提供至少一發光元件，設置於並電性連接至一第一電路板上；

提供至少一收光元件，設置於並電性連接至一第二電路板上；

反轉該第一電路板或該第二電路板二者其中之一，使該至少一發光元件與該至少一收光

元件彼此相對；

提供一透明膠體，填充於該第一電路板與該第二電路板之間而包覆該至少一發光元件與

該至少一收光元件；及

切割該第一電路板與該第二電路板，以形成至少一光耦合單體，其中該至少一光耦合單

體包含該至少一發光元件與該至少一收光元件。

12.   如請求項 11所述之製造方法，更包含提供至少一電子功能元件，設置於並電性連接至該
第一電路板或該第二電路板二者其中之一。

13.   如請求項 11所述之製造方法，更包含提供一隔離片，設置於該第一電路板與該第二電路
板之間，使該至少一發光元件與該至少一收光元件設置於該隔離片之二相對側面。

圖式簡單說明

圖 1為習知二種光耦合元件之剖面示意圖；
圖 2至圖 4為製造本發明一實施態樣中光耦合結構之剖面示意圖；
圖 5為本發明一實施態樣中光耦合結構之剖面示意圖；
圖 6為本發明一實施態樣中光耦合結構之剖面示意圖；
圖 7為本發明一實施態樣中光耦合結構之剖面示意圖；
圖 8至圖 9為製造本發明另一實施態樣中光耦合結構之剖面示意圖；
圖 10為本發明另一實施態樣中光耦合結構之剖面示意圖；及
圖 11為本發明一實施態樣中光耦合結構之製程步驟示意圖。
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